RFT SAY30 — SAY32 — SAY40 - SAY42

Silizium- Planar- Dioden im Plastgehause fir Anwendungen in der Digital-, NF — und
HF- Technik, vorzugsweise als mittelschneller und schneller Schalter in Logik-

schaltungen.

SAY30 SAY32 SAY40 SAY42
Grenzwerte
bei 3a < Jmax
Sperrspannung Ur 25V 25V 15V 15V
Scheitelsperrspannung Urwn 30V 30V 20V 20V
Durchlal3strom 2 30mA 50mA 20mA 30mA
Scheiteldurchlalistrom lrwm 60mA 100mA 40mA 60mA
StoRdurchlalBstrom
(< 1s, Pause = 2min) lrsm 150mA 250mA 100mA 150mA
Sperrschichttemperatur 9; 125°C 125°C 125°C 125°C
Lagerungstemperatur st -55°C -55°C -55°C -55°C
st 125°C 125°C 125°C 125°C
Gesamtverlustleistung
bei 9.=25°C Prot 150mwW 150mwW 150mwW 150mwW
Dynamische Kennwerte
bei 3.=25°C
Nullpunktkapazitat
bei Ur = 0V, f=0,5MHz Co < 8pF < 8pF < 8pF < 8pF
Sperrerholungszeit tr <65nS) <65nS) <10nS) <10nS’)
") beim Schalten von Ir = 10mA auf Ur = 6V,
gemessen bei k= 1mA; R. = 50 Ohm
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